
BAB X ANALISIS SINYAL KECIL FET 
 
FET dapat dibuat rangkaian penguat sinyal kecil untuk penguatan tegangan pada impedansi input 
sangat tinggi. BJT mengontrol arus collector yang besar dari input arus basis yang lebih kecil 
sedangkan FET mengontrol output arus drain dari input tegangan gate source yang lebih kecil. 
Rangkaian ekivalen ac FET lebih simpel dibandingkan BJT yaitu dengan BJT adalah β  sedangkan 

FET adalah mg (transkonduktansi). 

 
9.1 Model Sinyal Kecil FET 
 
Tegangan gate ke source mengontrol arus drain source. 

=mg Arus drain source / Tegangan gate source 
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Gambar 9.1 Grafik mg  

 
Grafik mg terhadap GSV  
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9.2 Grafik mg terhadap GSV  

 
Rangkaian Ekivalen ac FET 

 
9.3 Ekivalen ac FET 
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Penguatan Tegangan 
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9.2 Dasar Rangkaian JFET 
9.2.1 Penguat JFET dengan DC Bias Tetap 

 

 

9.4 DC bias tetap 
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9.2.2 Penguat JFET dengan Bias Sendiri 

 

 

9.5 Bias sendiri 
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9.2.3 Penguat JFET dengan Pembagi Tegangan 

 

 

9.6 Pembagi tegangan 
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9.2.4 Penguat JFET dengan Resistansi Source (abaikan rd) 

 

 

9.7 Resistansi source 
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Asumsi rd ada 

 
9.8 Resistansi source dengan rd 
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9.2.5 Penguat JFET Common Drain (Source Follower) 



 
 

 

 
9.9 Common drain (source follower) 
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9.2.6 Penguat JFET Common Gate (abaikan rd) 

 

 
 
 

9.10 Common gate 
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Asumsi rd ada 

 

 
 
 

9.11 Common gate dengan rd 
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Penyelesaian : 
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9.3 Penguat e MOSFET 

 

 
 
 

9.12 e MOSFET 
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Impedansi Input 
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Impedansi Output 
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Latihan Soal : 
1. Tentukan VA  

 
Jawaban : 
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VGS dicari dengan analisis DC : 
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Rumus ABC : 
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VGS = -8,853V tidak mungkin karena VGS(off) = -4V 
Analisis ac : 
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2. Tentukan penguatan tegangan, impedansi input, dan impedansi output ! 

 
Jawaban : 
Analisis DC : 
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Rumus ABC : 
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VGS = -5,594V tidak mungkin karena VGS(off) = -4V 
Analisis ac : 
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3. Tentukan Vo 

 
Jawaban : 
Analisis DC : 
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Rumus ABC : 
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VGS = -1,79V tidak mungkin karena e-MOSFET kanal P harus nilainya negatif. 
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